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127-D.1.4 | CRESCIMENTO E CARACTERIZACAO DE SOLUCOES SOLIDAS OXIDAS. José Pedro Andreeta (Insti
tuto de Fisica e Quimica de Sdo Carlos - USP) ~ Spero Penha Morato (Departamento de Processos Espe
ciais - IPEN/CNEN/SP). :

Experimentos sistemdticos de crescimento de cristais pelo método de solucoes s6lidas oxidas de
GdA10, : Cr? (estrutura pseudo perovskita), foram efetuados em diversas composicoes de solventes. Os
perfls de concentracoes do dopante (Cr3*) e do solvente (Pb), em amostras previamente selecionadas e
os coeficientes de segregacao efetivos foram determinados e comparados com os dos cristais crescidos
pelo método Czochralski. Modelos tedricos foram desenvolvidos para o entendimento dos resultados ex
per1menta1s e outros sdo propostos com o objetivo de fornecer tratamentos alternativos para os efei
tos dos parametros de crescimento tals como: flutuacoes termicas, forma geométrica, nucleacdes secun
darlas, evaporacao do dopante& reacoes qulmlcas e estabilidade de crescimento na homogeneidade das
solucoes solidas. Devido ao interesse c1ent1£1co—tecnolog1co tambem foram crescidos outros cristais
de estrutura perovskita como GdA10,:La3*, LaAl0,:Cr3* e NdAlO,.La3+ pelo método de fluxo e GdAlO, :
Cr3t:La’*, pelo método Czocharalskl e os resultados das experiéncias de crescimento serio descr1
tos neste trabalho.

128-D.1.4 FOTODISSOCIAGAO DE IONS OH EM CRISTAIS DE RbCl. Sonia L.Baldochi e Spero P. Morato
D

epartamento de Processos Especiais - IPEN/CNEN/SP).

Utlllzando-se a técnica de absorcao optlca na reg1ao do visivel e do u1trav1oleta, estudou—-se os de
feitos primarios e secundarios obtidos apos a fotodissociacdo de fons OH em cristais de RbCl sub
metidos a radiacdo UV ou X, no_intervalo de temperatura de 77 a 300 K. Observou-se que os mecanismos
basicos da fotodissociacdo OH se mantém inalterados, sendo o processo andlogo a outros haletos
alcalinos. Dev1do a presenca de meurezas moleculares CN em uma das amostras utilizadas, observou
se que estes ions interagem com os ions OH , alterando o processo de fotodlssoc1agao. Os resulta
dos da fotodlssoc1agao OH no RbC1:0H + CN , permltlram propor a existéncia de novos defeitos .
Estes deﬁeltos sao agregados da forma OH . CN % caracterlzado por uma absorcdo eletronica
em 1940 A e uma absorgao vibracional-rotacional em 2165 cm , e (s et CN com absorcao ele
tronica caracteristica em 2040 A. Uma proprledade do centro complexo OH .. ON encontrada e
que este permlte a fotodissociacao da impureza OH , por irradiacao X ou UV, 2a temperatura ambien
te, dando orlgem a centros U e OF L ICN . A-coloracio aditiva do cristal RbCl:OH + CN mqg
trou tambem que é possxvel obter-se centros U formados diretamente da dissociacdo do OH na pre
senca de impurezas CN~ 7

129-D.1.4 | ApsorgAO DE HIDROGENIO PELO KFeS, - Paulo H. Domingues (Instituto de Fisica-UFRJ)
Carlton A, Taft (CBPF), Nelson C: Furtado (CBP%)

Foram realizadas medidas por efeito MYssbauer no composto KFeSgp hldrogenado. Este material a-
presenta uma estrutura de cadeias 11neares onde o Fe apresenta coordena;ao teraedrica com os tetrae-
dros acoplados pelas arestas e com os fons K* distribuidos entre as cadeias, O processo de hidroge-
nagao foi realizado a 5009C por 24 horas. Os espectros | Mossbauer 1nd1cam que o hidrogenio ocupa
sitios intersticiais do KFeSy e que o processo e rever31ve1 Logo apos o processo de h1drogenagao
observa-se pelos espectros Mossbauer, a formagao de varios sitios magnetlcos com campos magnet1cos
malores que o do composto or1g1na1 Faz parte deste trabalho a determinagac se cada sitio possui ou
nao uma temperatura de transigao. Em todo caso, o KFe82 aparece como um material, simples de prepa-
rar e barato, capaz de armazenar hidrogenio.
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130-D.1.4 | cONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE CRESCIMENTO EPITAXIAL POR EVAPORAGAO COLIMADA (HWE-HOT WALL
EPITAXY) PARA COMPOSTOS SEMICONDUTORES DOS GRUPOS II-VI e IV-VI. C. Boschettie I.N. Bandeira (Inmstitu
to de Pesquisas Espaciaig, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico)

A faixa espectral de 8-14um é de grande interesse devido a sua utilizagdo ein sensoriamento remoto,
controle de atitude de satélites, 1mageament0 térmico de superficies e controle de poluigcdo. O  INPE
vem ha algum tempo trabalhando ativamente na area, coletando e interpretando dados, bem como investig
do na pesquisa e desenvolvimento de sistemas e dispositivos sensores para essa faixaido espectro.
Acham-se em fase de otimizacdo detetores fotovoltaicos de Pbg,goSng,20Te obtidos por processos de in
terdifusdo composicional (CID), dopagem por difusdo de Cd:In e crescimento ep1tax1a1 a part1r da fase
liquida (ILPE). O presente trabalho apresenta a construcao de um sistema de HWE, cujo prototipo encon
tra-se em fase de testes, Por suas caracteristicas, a técnica de HWE p0851b111ta crescimento de homo
e heteroestrutiras mais. complexas, com melhor controle de espessura e dopagem das camadas, o que per
mite a fabricacao de detetores, lasers semicondutores e super-redes. Entre os materiais que podem ser
crescidos com essa técmica, encontram-se o CdS, CdSe, ZnS, ZnSe, PbTe, PbSnTe, PbSnSe, PbSSe, cujos
intervalos de energias proibidas cobrem a regido espectral do ultravioleta ao infravermelho termal.



